






























专利名称(译) 像素结构

公开(公告)号 US20150286102A1 公开(公告)日 2015-10-08

申请号 US14/356222 申请日 2014-01-22

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳中星光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 LO SHIHHSUN
GUO JINBO
HUANG SHISHUAI

发明人 LO, SHIHHSUN
GUO, JINBO
HUANG, SHISHUAI

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/1335 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/134309 G02F1/1368 G02F2001/134318 G02F1/133514 G02F2001/134345 G02F1/136213

优先权 201310733624.X 2013-12-26 CN

其他公开文献 US9188817

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种像素结构，包括TFT基板（ 20 ），CF基板（ 30 ）和液
晶层（ 40 ）。 TFT基板（ 20 ）包括第一透明基板（ 22 ）和像素电极
（b ）。 CF基板（ 30 ）包括第二透明基板（ 32 ）和公共电极（ 34 
）。像素电极（ 24 ）包括第一子像素电极（ 26 ）和第二子像素电极（ 
28 ）。公共电极（ 34 ）包括第一子公共电极（ 36 ）和第二子公共电极
（ 38 ）。第一子像素电极（ 26 ）和第一子公共电极（ 36 ）具有第一
电压差和第二子像素电极（ 28 ）和第二子公共电极（ 38 ）具有第二电
压差。第一电压差大于或小于第二电压差。
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